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(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for deta-
ching a semiconductor wafer (4) from a substrate (2), which is joined to 
the semiconductor wafer (4) by an connecting layer (6), by means of a 
flexible film (3) mounted on a film frame (1). The flexible film has an ad-
hesive layer (3s) for retaining the semiconductor wafer (4) in a contacting 
surface portion (3k) of the film (3), wherein the film (3) is mounted on 
the film frame (1) at a fastening portion (3b) of the film (3) that sur-
rounds the contacting surface portion (3k). The film (3) comprises a ten-
sible portion (3a) lying between the contacting face portion (3k) and the 

Fig.la fastening portion (3b). The semiconductor wafer (4) is detached from the 
substrate (2) starting from an outside edge (4u). 

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung und Verfahren zum Ablosen eines 
Halbleiterwafers (4) von einem mit dem Halbleiterwafer (4) durch eine 
Verbindungsschicht (6) verbundenen Tragersubstrat (2) mittels eines auf 
einem Filmrahmen (1) montierten flexiblen Films (3), der eine Klebe-
schicht (3s) zur Aufnahme des Halbleiterwafers (4) in einem Kontaktie- 

E 	rungsf lachenabschnitt (3k) des Films (3) umfasst, wobei der Film (3) in 
einem den Kontaktierungsflachenabschnitt (3k) umgebenden Befesti-
gungsabschnitt (3b) des Films (3) auf dem Filmrahmen (1) montiert ist, 
wobei der Film (3) einen zwischen dem Kontaktierungsf lachenabschnitt 
(3k) und dem Befestigungsabschnitt (3b) liegenden spannbaren Abschnitt 
(3a) umfasst und wobei eien Ablosung des Halbleiterwafers (4) vom Tra-
gersubstrat (2) von einem Umfang (4u) her bewirkt wird. 
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